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1.はじめに：これまで PEDOT:PSS の帯電ミストを利用した導電性高分子 PEDOT:PSS およ

び無機系微粒子のテクスチャーSi 上への気相成長法を検討してきた。その結果 1）負の帯電

ミストが主な前駆体であること、2）基板バイアス Vs印加によりミストの微細化・高速化が

可能、3）テクスチャーSi 上への導電性高分子 PEDOT:PSS の高密着性塗布が可能であるこ

とを報告してきた。今回は帯電ミストによる Si 終端化と太陽電池性能の関連について考察

した。 

2.実験：3MHz のアトマイザー上に 5wt%EG 添加 PEDOT:PSS 溶液を設置し、N2キャリア

ガス流量、基板温度（Ts）および膜厚を変数として帯電ミストを発生させ、窒素をキャリ

アガスとして平坦・テクスチャーSi(1-5 Ω・cm)基板上に輸送した。この際 Si 基板直上 2cm

の位置に設置したメッシュ電極と Si 基板間に直流バイアス Vsを印加してミストの微細

化・基板流入速度を制御した。ミスト輸送は高速カメラ、膜の評価は顕微鏡観察により行

った。また c-Si 終端化はキャリアライフタイム:τm計測、太陽電池は PEDOT:PSS/c-Si、裏

面 InGa の素子構造で、ソーラーシミュレータにより評価した。 

3.結果と考察：図 1 は Tsに対する表面形態の変化と Si 基板上の PEDOT:PSS 膜の被覆率と

キャリアライフタイム:τmの基板温度依存性を示す。図 2 は Tsに対する太陽電池 I-V 特性

示す。被覆率とキャリアライフタイムの対応関係が見られ、また変換効率 η は 5.1 から

8.9％に向上した。 

4.結論：CMD 法による PEDOT:PSS による Si 終端化と太陽電池性能との関連を調査した。

溶媒離脱に伴う PEDOT:PSS の塗布形態が τm、太陽電池性能に直結することが分かった。 

 

 

 

図 1 :Tsに対する表面形態、τmと被覆率の関係 図 2: :Tsに対する太陽電池の I-V 特性 
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